











産業科学研究所 長谷川 繁 彦(吹 田3583)
近年、半導体成長基板 として微斜面(基 板の表面法線 と面方位 とが若干ズレている面)が よく用いら
れてお り、著者 らの研究室 も例外 ではない。微斜面を用い る理由はさておき、いつ も気になるのは、そ
の微傾斜角 と傾斜 している方向である。 ここでは、光像法を用いて、この微傾斜角及びその方向を調べ













ラフの方がよ りよい)を 厚紙 に貼 り、
中心に3㎜ 程度の穴 をあける。 これ
を レーザー光の出 口にあて、穴か ら
レーザー光が出るように固定す る。
次 に、後述の手順で試料 をエ ッチソ
















したところと鏡面との境界部分に レーザー光 を当てる。 この時、方眼紙上に図示 したような結晶面特有
の光像 と鏡面反射光が現れ る。 このような光像が現れ るのは、後述のエッチソグにより各結晶特有の低
指数面が現れ るためであ り、Si等では(111)面であ る。 したがって、前者か ら結晶軸方向が、後者から
表面法線方向が分かる。傾斜角が0。 の場合 には鏡面反射光 と光像の中心とは一致 しているが、微斜面
ではズ レて くる。 このズ レの方向と光像 との関係 から、傾艦 している方向がある程度特定 できる。また、
傾斜角が大 きくな るほどズレも大 きくなることは容易に理解 できよう。 このズレの大きさ△を方眼紙上
で読 み取 り、 レーザー光出 口と試料との距離1も 測 る。基板の傾斜角 θはtan2θ=△/」の関係か ら
:求まる。 なるべ く精度よ く傾斜角 を求めるには、鏡面反射光及び光像の中心が レーザーの出 口付近に く
るように試料 を配置す ることと、 △及 び5を(特 に △を)極 力精度 よく測 ることにつ きる。 そのため
には、鮮 明な光像すなわちきれいなエ ッチソグ表面を得 なければならないが、適当時間のエ ッチ ソグの
のち、水洗 とごく短時間のエ ッチ ソグとを数回繰 り返すの も一方法である。なお、この方法では傾斜角
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が大 きくなると精度が落 ちる。それは、微斜面では光像が非対称 とな り非鍛の中心が分か りに くくなる
ためである。 これまでに6。 傾いた試料 を調 べた ことがあるが、このあた りが限界かと思われる。 しか
し、6。 以上 も傾いた微斜面 を使 うことはまれであるから、実用上問題はない。
ここでは、半導体 について述べたが、金属単結晶で も可能である。Ni,Cu,Fe,A1等については、
山本 と渡辺 の報告2)を参考 にするとよい。
〔エッチソグの手順〕




③ 下記のエッチソグ液 でエ ッチソグを施す。
Si10～50%NaOH、 約80℃、5～10分
GeHF:H202:H20=1:2:4、20～30℃ 、5分
GaAs30%H202:5%HaOH=1:5、5分
InAs濃HC1、 ↓～5分
hSb50%HF:HNO3:H20=1:3:4、1～5分
④ 十分水洗する。
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